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Telefunken Transistor BF115

Datasheet

BF 115

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor.
Silicon NPN epitaxial planar RF transistor.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1

AnschluBl »S« ist mit dem Gehiuse verbunden
Terminal 5 is connected o case

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
HB = le.HE e 1k0Q
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Basisstrom
Gesamtverlustieistung
lamb = 45°C
Sperrschichttempearatur
Lagerungstemperatur

Uceo
Uceo
Ucer
Ueso

Mormgehause
DIN 18 A 4
JEDEC TO 72
Gewicht - Weight
max. 0,59

S0 ')
30 ')
50 W
5 v
30 m
1 mA
145 mvW
175 °C
—55..+175 °C
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- Min. Typ. Max.
Wiérmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung FthJa 900 "C/W

Statische KenngriBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tympn = 25° C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Ueg = 20V, tgmp = 175°C lceO 05 A
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

Ic = 10 pA Usriceao 50 v
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

g = 2mA UI:BH:ICED 1y 30 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Ig = 10 pA UisriEBO 5 v
Basis-Emitterspannung

Upg = 10V, I = 1mA Uge 650 70O T40 mv

Upg = 2V.lp = 20mA Uggll 1 W
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Ugg = 10V, I = 1mA hgg 48 167

Ucg = 2V.Ig = 20mA heg 1) 40

t
1) = 001,15 = 03 ms
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BF 115
Dynamische KenngréBen - AC characteristics Min. Typ. Max.
Umgebungstemperatur typpy = 25°C
Transitfrequenz
Upg = 10V, g = 1méA, f = 100 MHz fr 230 MHz
Rickwirkungskapazitat
Upg = 10V, I = 1mA, f = 0,45 MHz Ciira 0,65 08 pF
Rauschmab
Ucg = 10V, Ig = 1 mA, Rg = 300Q,
f = 200 kHz F 15 dB
f= 1 MHz F 1.2 dB
UCE = 10V, lC- = 1mA, HG = 500,
f= 1MHz F 35 dB
Usg = 10V, g = 1mA, Rg = 1004,
f = 100 MHz F 4 dB
Mischrauschmaf
Upg = 10V, 1l = 1mA, Rg = 1kQ
f=200 kHz Fg 35 dB
Upg = 10V, lg = 1mA, Rg = 5000Q,
f= 1MHz Fe 25 dB
Vierpol-KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur tym, = 25°C
Emitterschaltung
Upg = 10V, Ig = 1 mA, f = 0,45 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Oia 0.4 ms
Cia 25 pF
KurzschluB-Rickwartssteilheit | ¥re 18 pS
) ag®
KurzschluB-Vorwartssteilheit | ¥ia | 35 mS
¢fe - ﬂ""
KurzschluB-Ausgangsadmittanz Ooa 4 ¥S
Coa 1.5 pF
Basisschaltung
Upg = 10V, 1 = 1mA, £ = 100 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz gib 33 mS
~bjp 3.8 mS
KurzschiuB-Rickwartssteilheit | ¥rp | 220 WS
~Prpy are°
KurzschluB-Vorwartssteilheit | ¥ip | 33 mS
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 9ab 14 pS
Caob 15 pF
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BF 115
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BF 115
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